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摘要(译)

本发明公开了一种二维超声波面阵探头，包括：压电阵，由多个压电单
元以等间距阵列排布形成；匹配层，压电阵上的每行或每列压电单元上
覆盖有一条匹配层，用以实现与空气的声阻抗相匹配；背衬材料，位于
压电阵的每行或每列压电单元下方，用以吸收压电阵向下发射的超声
波；去耦材料，填充于压电阵的各压电单元之间的缝隙中；多个接线端
口，压电阵中的一行或一列压电单元共用一个接线端口，用以与外部的
导线连接；导电电极，分别用于实现各条背衬材料和各条匹配层与接线
端口的电连接。本发明还公开了一种二维超声波面阵探头的制备方法。
本发明优化了传统的接线技术，减少了接线数目，降低了工艺难度，提
高了二维超声波面阵探头的精度和制备效率。
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